Europaisches 
Patentamt 



European 
Patent Office 



Bescheinigung Certificate 



L 



Office europeen 
des brevets 



Attestation 



o 



Die angehefteten Unterla- 
gen stimmen mit der 
ursprunglich eingereichten 
Fassung der auf dem nach- 
sten Blatt bezeichneten 
europaischen Patentanmel- 
dung uberein. 



The attached documents Les documents fixes a 
are exact copies of the cette attestation sont 
European patent application conformes a la version 
described on the following initialement deposee de 
page, as originally filed. la demande de brevet 

europeen specifiee a la 
page suivante. 



Patentanmeldung Nr. Patent application No. Demande de brevet n° 

00204103.6 



Der President des Europaischen Patentamts; 
Im Auftrag 

For the President of the European Patent Office 

Le President de I 'Office europeen des brevets 
p.o. 




I.L.C. HATTEN-HECKMAN 



DEN HAAG,DEN 

THE HAGUE, 29/05/01 

LA HAYE,LE 



EPA/EPO/OEB Form 1014 - 02.91 





3 



Europaisches 
Patentamt, 



European 
Patent Office 



Office eu rope en 
des brevets 



Blatt 2 der Bescheinigung 
Sheet 2 of the certificate 
Page 2 de I attestation 



Anmeldung Nr.: 
Application no.: 
Demande n e : 



00204103.6 



Anmeldetag: 



Date of filing: 20/11/00 



Date de depot: 



Anmelder: 

Applicant(s): 

Demandeur(s); 

Kon1nkl1jke Philips Electronics N. V. 

5621 BA Eindhoven 

NETHERLANDS 



Bezeichnung der Erfindung: 
Title of the invention: 
Titre de I'invention: 

Untersuchung von Oberflachen 



In Anspruch genommene Prioriat(en) / Priority(ies) claimed / Priorite(s) revendiquee(s) 



Am Anmeldetag benannte Vertragstaaten: 

Contracting states designated at date of filing: AT/BE/CH/CY/DE/DK/ES/FI/FR/GB/GR/IE/IT/LI/LU/MC/NLypT/SE/TR 
Etats contractants designes lors du depot: 



Staat: 
State: 
Pays: 



Tag: 
Date: 
Date: 



Aktenzeichen: 
File no. 

Numero de depot: 




Bemerkungen: 
Remarks: 
Re marques: 



EPA/EPO/OEB Form 1012 . n.00 



PHNL000630EPP 



Untersuchung von Oberflachen 



EPO - DG 1 

20. 11. 2000 

® 



16.11.2000 



Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zur Oberflachenuntersuchung nach 
dem Oberbegriff des Anspruchs 1 sowie einen Modenfilter nach dem Oberbegriff des 
Anspruchs 7 und ein Verfahren zur Untersuchung von Oberflachen nach dem Oberbegriff des 
Anspruchs 9. 



10 



15 



Aus der Wo 97/34124 ist bekannt, zur Oberflachenuntersuchung einen Laser 
zu verwenden, wobei das von der Oberflache zuriickgeworfene Licht detektiert wird. Bei 
Auftreten eines Defekts in oder auf der Oberflache wird das von der Laserlichtquelle auf die 
Oberflache gestrahlte Licht derart zuriickgeworfen, daB es zumindest zu einem Teil an dem 
Defekt gestreut wird. Dadurch verringert sich im reflektierten Anteil die Intensitat. Uber eine 
Intensitatsmessung des reflektierten Lichts ist daher die Lokalisierung von Defekten moglich. 
Die Auflosung ist begrenzt und liegt bei etwa 500 nm. Diese Auflosung ist jedoch fur die 
Mikrostrukturen mit eng nebeneinander liegenden Leiterbahnen oder Baugruppen zu grob. 
Auch bei Erfassung des Streulichts, das an dem Defekt auftritt, liegt die bestmogliche 
Empfindlichkeit im Bereich von etwa 60 nm. Um die Empfindlichkeit zu verbessern, ware 
eine Verkleinerung des bestrahlten Bereichs notig. Dann allerdings wttrde die Messung sehr 
zeitaufwendig. 



Der Erfindung liegt das Problem zugrunde, die Messung von 
20 Verschmutzungen oder Beschadigungen auf Oberflachen zu verbessern. 

Die Erfindung lost das Problem durch eine Vorrichtung mit den Merkmalen 
des Anspruchs 1 sowie durch einen Modenfilter mit den Merkmalen des Anspruchs 7 und ein 
Verfahren mit den Merkmalen des Anspruchs 9. Hinsichtlich vorteilhafter Ausgestaltungen 
wird auf die Anspriiche 2 bis 7, 8 und 10 verwiesen. 
25 Mit der erfindungsgemaBen Ausbildung der Vorrichtung, bei der das von der 

Oberflache zuriickgeworfene Licht einen oder mehrere Modenfilter durchlauft, sind Phasen- 
und/oder Amplitudenanderungen des zuriickgeworfenen gegenuber dem eingestrahlten Licht 
meBbar. Jedes Zuruckwerfen von Licht, bei dem eine Abweichung von einer Reflektion an 
einer ideal glatten Oberflache auftritt, fiihrt zu einer solchen Anderung und kann damit erfaBt 
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werden. Die Empfindlichkeit einer erfindungsgemaBen Vorrichtung ist daher gegeniiber den 
genannten Messungen der Absorption oder der Streuung deutlich erhoht. Damit konnen 
Defekte erkannt werden, die etwa nur ein Viertel der Ausdehnung haben, die nach 
bisherigem Stand der Technik detektierbar war. Durch den Modenfilter fmdet weiter eine 
5 spektrale Filterung des in den Detektor geleiteten Lichts statt. Dadurch wird ein groBer Anteil 
des Streusignals an Luft unterdriickt. Insbesondere wird das Signal aus Brillouin-Streuung, 
die eine unelastische Streuung ist und bei der daher eine Frequenzverschiebung des 
gestreuten gegeniiber dem eingestrahlten Licht auftritt, vollstandig unterdriickt. Auch 
Rayleigh-Streuung wird zu einem Teil unterdriickt. Zudem ist die Signalstarke signifikant 

10 erh6ht: Bei Bestrahlung von Glas mit einem Brechungsindex von 1,5 ist die Signalstarke bei 
Detektion eines etwa 60 nm erstreckten Defekts nach dem erfindungsgemaBen MeBverfahren 
ca. achtmal so groB wie bei Messung eines Streusignals. Bei Bestrahlung einer 
Siliziumoberflache ist die Signalstarke etwa 132 mal so groB. Anhand der Modenanderung 
kann zudem eine Gr5Benbestimmung des wahrgenommenen Defekts erfolgen, da die hochste 

15 Modenindex Nmax, der noch von einem Teilchen mit Durchmesser d gestort wird, 

proportional zu (1/d) 2 ist. Auch eine Einschrankung auf bestimmte GroBen von Defekten 
kann anhand entsprechender Moden voreingestellt werden. Die Signalstarke ist in Verfahren, 
die gestreutes Licht detektieren, abhangig von (dA,)\ wobei d die Erstreckung eines Defekts 
und X die Wellenlange des eingestrahlten Lichts ist. Im erfindungsgemaBen Verfahren ist die 

20 Signalstarke proportional zu (dA,) 2 . Dadurch sinkt die Signalstarke bei VerMeinerung des 

Defekts hier viel langsamer als bei Streulicht detektierenden Verfahren, so daB auch kleinere 
Defekte noch detektierbar sind. Auch wird dadurch eine groBere Variation der 
Lichtwellenlange moglich. 



25 Bereich im Brennpunkt einer den Strahl auf die Oberflache fokussierenden Optik liegt und 
die Abbildung nur dieses Brennpunkts in den Detektor vorgenommen wird, ist die Stoning 
aus der Streuung an Luft auf den Nahbereich des Brennpunkts reduziert. Ein erheblicher 
Anteil an Streuung aus weiteren Luftschichten ist damit ausgeblendet, was die 
Empfindlichkeit der Messung entscheidend verbessert. Ebenso wird die Streuung aus 

30 optischen Elementen, die nicht in einer Fokussierungsebene liegen, aus dem gemessenen 
Signal ausgeblendet. 



Bei Ausbildung eines konfokalen MeBverfahrens, das heiBt, das der detektierte 



Wenn der Modenfilter den Modus des eingestrahlten Laserlichts ausblendet, 
findet eine Dunkelfeldmessung statt. Es wird nur dann ein Signal empfangen, wenn ein 
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Defekt auf der Oberflache gemessen wird. Dies ftihrt zu einem besseren Signal/Rausch- 
Verhaltnis als bei einer Hellfeldmessung. 

Eine Anwendung des Guoy-Prinzips auf den Modenfilter bewirkt eine 
Ausfilterung eines Modus in einem mehrere Moden enthaltenden Lichtstrahl. Dadurch ist 
5 beispielsweise die Ausfilterung des Modus des Lasers auch bei einem zuruckgeworfenen 
Licht, das ein Modengemisch enthalt, moglich. 

Im Gegensatz zur bisher bekannten Erfassung von Intensitatsanderung, 
Streuung oder Phasenverzogerung an einem Defekt ist mit der erfindungsgemaBen 
Verfolgung von Schwingungsmoden des Lichts ein vdllig neues MeBprinzip geschaffen 
10 worden. Der GauB'sche Eigenmodus des eingestrahlten Lichts tritt aufgrund der Abweichung 
von einer idealen Reflektion bei Vorliegen eines Defekts in dem von der Oberflache 
zuruckgeworfenen Licht nicht auf. Diese Anderung kann detektiert werden. 

Weitere Vorteile und Einzelheiten der Erfindung ergeben sich aus nachfolgend 
15 beschriebenen und in der Zeichnung dargestellten Ausfuhrungsbeispielen des Gegenstandes 
der Erfindung. 

In der Zeichnung zeigt: 

Fig. 1 eine schematische Darstellung der Vorrichtung in einer ersten 

Ausfuhrung, 

20 Fig. 2 eine schematische Detailansicht der Laserlichtquelle, 

Fig. 3 einen Modenfilter in schematischer Ansicht, 
Fig. 4 einen alternativen Modenfilter in schematischer Ansicht, 
Fig. 5 eine schematische Darstellung des TEMiop-Schwingungsmodus des 
Lasers, in x-Richtung gesehen, 
25 Fig. 6 eine schematische Ansicht des Probenhalters, 

Fig. 7 eine Draufsicht auf die zu untersuchende Oberflache mit 
eingezeichneter Bewegungsbahn. 

Die in Fig. 1 gezeigte Ausfuhrung der Vorrichtung umfaBt eine Lichtquelle 1, 
30 die als Laserlichtquelle ausgebildet ist und damit eine hohe Intensitat liefert. Die 

Laserlichtquelle 1 umfaBt einen optischen Resonator 3, der beispielsweise durch zwei im 
Strahlengang eines emittierten Lichtstrahls 2 liegende und in einen Abstand L zueinander 
einstellbare Spiegel 4, 5 umfaBt. Die Spiegel 4, 5 sind als Planspiegel oder fur eine einfache 
Justierung als Hohlspiegel ausgebildet. Zwischen diesen wird bei Erfullung der 
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Resonanzbedingung eine stehende Welle ausgebildet, die uber die Einstufung TEMmnp 
charakterisierbar ist, wobei TEM fiir transversale elektromagnetische Welle steht und der 
Index m die Anzahl der Nullstellen in x-Richtung, n die Anzahl der Nullstellen in y-Richtung 
und p die Zahl der Knoten entlang der Lange L der Resonatorachse angibt (bei sichtbarem 

5 Licht in der GroBenordnung 10 6 , wenn der Resonator eine Langenausdehnung in der 

GroBenordnung 10 cm hat). Wenn der Resonator 3 beispielsweise derart eingestellt ist, daB 
ein Modus TEMiop verwirklicht ist, ergibt sich in x-Richtung ein Nulldurchgang 
entsprechend der in Fig. 5 gezeigten Darstellung. Eine solche definierte Modenverteilung 
eines Lasers 1 wird als Schwingen in einem GauB'schen Eigenmodus bezeichnet. Die 

10 Laserlichtquelle 1 liefert daher bei Verwendung des gezeigten Resonators 3 einen Lichtstrahl 
2 in einem einzigen Schwingungsmodus. Der Resonator 3 kann dem eigentlichen 
Lasermedium 6, das durch seine stimulierte Emission den Lichtstrahl 2 produziert, 
nachgeordnet sein, wie in Fig. 2 dargestellt. Zusatzlich sind dort auch das Lasermedium 
einfassende sog. Intra-cavity-Elemente vorgesehen, die bereits im Lasermedium 6 eine 

15 Modenauswahl bewirken. Der Resonator 3 dient in diesem Fall als nachgeschalteter 

Feinfilter, der sicherstellt, daB ausgangsseitig tatsachlich nur noch ein Modus im Strahl 2 
enthalten ist. Alternativ ist auch moglich, daB die das Lasermedium 6 einfassenden Spiegel 7, 
8 oder andere direkt dem Lasermedium 6 zugeordnete Mittel als einziger Resonator 3 
arbeiten. Der Laser 1 wird kontinuierlich betrieben und liefert monochromatisches Licht, 

20 etwa im sichtbaren Bereich, typisch beispielsweise mit einer Wellenlange von 488 nm 
(Argon-Laser). Grundsatzlich sind verschiedenste Arten von Lasem verwendbar, etwa 
Feststofflaser, Halbleiterlaser oder Gaslaser. Im Ausfuhrungsbei spiel findet ein Titan-Saphir- 
Laser Verwendung. 

Zwar kann eine Lichtquelle mit verringerter Wellenlange verwendet werden, 

25 um die Auflosung zu verbessern, allerdings steigt dann auch der Streuquerschnitt des Lichts 
mit der die Oberfiache umgebenden Luft. Eine Messung in einer Heliumatmosphare oder 
unter Vakuumbedingungen ist zwar theoretisch moglich, jedoch mit groBem Kostenaufwand 
verbunden. 

Im Strahlengang des von dem Laser 1 emittierten Strahls 2, ist ein Strahlteiler 
30 9 angeordnet. Dieser kann in verschiedener Weise ausgebildet sein, etwa uber einen 

Fresnelschen Doppelspiegel, einen Doppelspalt, eine Kombination eines polarisierenden 
optischen Wurfels mit einer X/2-Platte oder andere bekannte Mechanismen. Im 
Ausfuhrungsbeispiel ist ein halbdurchlassiger, polarisierender Spiegel 9 dargestellt, dem in 
Richtung zur untersuchten Oberflache 10 eine A,/4-Platte 11 nachgeordnet ist, die die 
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Polarisationsebene des eingestrahlten Lichts dreht und ausgangsseitig elliptisch polarisiertes 
Licht erzeugt, das durch ein Mikroskopobjektiv 12 auf die Oberflache 10 etwa eines Wafers 
14 in senkrechter Inzidenz auftrifft. Bei ideal glatter Oberflache 10 ist sichergestellt, daB das 
von dieser reflektierte Licht 13 noch einmal die A/4-Platte 1 1 durchlauft und im Strahlteiler 9 
5 in den Modenfilter 15 abgelenkt wird. 



Oberflache 10 ermoglicht eine hohe Genauigkeit des erfindungsgemaBen MeBverfahrens. Je 
nach gewiinschter Auflosung konnen unterschiedliche Mikroskopobjektive 12 verwendet 
werden. Je groBer die Genauigkeit ist, desto langer dauert die Messung, da die GroBe des 
10 Lichtflecks 9 auf der Oberflache 10 abnimmt. 



durch eine bewegliche Optik bewegt werden, hier in radialer Richtung des zu untersuchenden 
Wafers 14, um damit eine vollstandiges Abrastern von dessen Oberflache 10 zu ermoglichen. 
Statt dessen kann besonders vorteilhaft die gesamte den einfallenden Strahl 2 beeinflussende 

15 Optik, die aufgrund der geforderten Genauigkeit sehr fein justiert sein muB, auch stationar 
gehalten werden und der Wafer 14 neben der Rotationsbewegung auch eine uberlagerte 
Translationsbewegung ausfuhren, wodurch sich die in Fig. 7 gezeigte spiralformige 
Bahnkurve B des Korpers 14 ergibt. Der Lichtfleck behalt seine Lage bei, unter ihm wird der 
Wafer 14 derart bewegt, daB ein vollstandiges Scannen seiner Oberflache 10 moglich ist. 

20 Als Modenfilter 15 kommen unterschiedliche, teilweise bekannte Modenfilter 

in Frage. Beispielsweise konnen entweder ein weiterer Resonator oder Phasenelemente oder 
optische Fasern verwendet werden. 



dem oben beschriebenen Resonator 3 als Bestandteil der Laserlichtquelle 1 zwei Hohlspiegel 
25 16, 17 vorgesehen, die jeweils senkrecht zur optischen Achse ausgerichtet und einander 

zugewandt sind. Das einfallende Licht 13 tritt durch den Spiegel 16 in den Resonatorraum 18 
zwischen den Spiegeln 16, 17 ein und wird an dem riickwartigen Spiegel 17 reflektiert. Die 
Spiegel 16, 17 weisen einen Abstand Li zueinander entlang der optischen Achse auf. Dieser 
entspricht der Summe der Brennweite f 1 des ersten Spiegels 16 und der Brennweite f2 des 
30 zweiten Spiegels 17. Die Brennweiten f 1 und f2 sind im AusfUhrungsbeispiel nach Fig. 3 
gleichgroB. Dies ist allerdings nicht zwingend. Der Abstand zwischen den Spiegeln 16, 17 
und die Brennweite ist abhangig von dem Modus, der im Resonator unterdriickt werden soil. 
Dem Modenfilter 15 ist im Strahlengang des reflektierten Lichts 13 eine kollimierende Optik 
19, hier eine Sammellinse, vorgeordnet, deren Brennweite f3 der Summe aus dem Abstand 



Die Verwendung eines Mikroskopobjektivs 12 zur Lichtfokussierung auf die 



Der durch das Objektiv 12 auf der Oberflache gebildete Lichtfleck 9 kann 



Fig. 3 zeigt einen Modenfilter auf Resonatorbasis. Darin sind ahnlich wie in 
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der Lime 19 zum ersten Spiegel 16 und der Brennweite f 1 des ersten Spiegels 16 entspricht. 
Die Brennpunkte Fl und F2 der Spiegel 16, 17 und F3 der Linse 19 liegen daher im 
Ausfiihrungsbeispiel an derselben Stelle. Je nach gewiinschtem Modus, der unterdriickt 
werden soli, kann dies variieren. Das in die Optik einfallende parallele licht 13 wird in den 
Brennpunkt F3 gebiindelt. Nur der Modus des Lichts 13, der der Resonanzbedingung aus der 
Krummung der Hohlspiegel 16, 17 entspricht, gelangt durch den Modenfilter 15. 

In Fig. 4 ist ein alternativer Modenfilter 15.1 dargestellt, der im Gesamtaufbau 
einem Mach-Zehndner-Interferometer ahnelt und bei dem der einfallende Strahl 13, der ein 
Gemisch von verschiedenen Moden enthalten kann, zunachst eine A/2-Platte 20 durchlauft. 
Dadurch wird die Polarisationsebene des einfallenden Strahls um 90° gedreht. 

Der derart veranderte Lichtstrahl 13.1 trifft auf einen ersten polarisierenden 
Strahlteiler 21, der den Strahl 13.1 in die Teilstrahlen 13.2 und 13.3 aufteilt, wobei der 
Teilstrahl 13.2 geradlinig einem zweiten Strahlteiler 23 zugeleitet wird, in dem sich die 
Strahlen 13.2 und 133 wieder vereinigen. 

Der Teilstrahl 13.3 wird rechtwinklig abgelenkt und wird iiber zwei Spiegel 24 
und 25 dem Strahlteiler 23 zur Vereinigung mit dem ersten Teilstrahl 13.2 zugefuhrt. Der 
Teilstrahl 13.3 hat gegenuber dem Teilstrahl 13.2 einen langeren optischen Weg 
zuriickzulegen. Zwischen den Spiegeln 24 und 25 befindet sich ein System aus zwei Linsen 
26, 27, die im Abstand L 2 entlang der optischen Achse zueinander stehen. Dieser Abstand 
entspricht im Ausfiihrungsbeispiel der doppelten Brennweite der Linsen 26, 27. 

Der Abstand L2 ist genau auf den Modus der Laserlichtquelle eingestellt, d. h., 
daB das Licht in diesem Modus im Brennpunkt F 4 eine Phasenverschiebung erfahrt. Wenn die 
Phasendifferenz zwischen den Teilstrahlen 13.2, 13.3 genau 180° betragt, interferieren die 
Teilstrahlen 13.2 und 13.3, soweit sie exakt in diesem Modus schwingen, am Strahlteiler 23 
destruktiv. Die Phasendifferenz ist gebildet aus der Phasenverschiebung an den Linsen 26, 27 
und dem Wegunterschied der Teilstrahlen 13.2 und 13.3.Bei idealer Reflektion an der 
Oberflache 10, bei der Phasen- und Amplitudenprofil des einfallenden Strahls 2 nicht 
verandert werden, wird daher vom Detektor 28, der sich an den Modenfilter 15 anschlieBt, 
kein Signal empfangen (Dunkelfeldmessung). Dadurch ergibt sich ein geringerer EinfluB von 
Storungen auf das gemessene Signal als bei einer Hellfeldmessung. 

Die geschilderte Phasenverschiebung eines Modus zwischen zwei Linsen 
(Guoy-Phase) wird erstmalig fur einen Modenfilter vorgeschlagen. Ein derartiger Modenfilter 
15.1 kann auch auBerhalb einer Oberflachenuntersuchung in verschiedenen Anwendungen 
von Modenfiltern eingesetzt werden. Damit ist ein Modenfilter 15.1 erhalten, der einen 
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Modus zuverlassig ausblendet, wahrend andere Moden zu einer konstruktiven Interferenz 
gefuhrt werden. Je nach Abstand und Brennweite der Linsen 26 und 27 lassen sich 
verschiedene Moden ausblenden. Uber Variation der Linsen 26, 27 ist daher der Modenfilter 
15 durchstimmbar. 

5 Der Detektor 28 muB nicht ortsaufgelost arbeiten, da die Ortsauflosung durch 

die Justierung des auf die Oberflache 10 treffenden Strahls 2 vorgenommen wird. Als 
Detektoren kommen verschiedene Einrichtungen, die Photoneneintritt in elektrische Signale 
umwandeln, in Frage, beispielsweise Sekundarelektronenvervielfacher. Da diese sehr 
lichtempfindlich sind, konnen auch schwache Lichtstreuungen detektiert werden. 

10 Es versteht sich, daJJ die Anordnung der Lichtquelle 1, der Oberflache 10 und 

des Detektors 28 in verschiedensten Arten moglich ist und je nach Wahl geeigneter Unlenk- 
und Sammeloptiken realisiert werden kann. Selbstverstandlich muB auch nicht das Licht 2 
von oben auf die Oberflache 10 einf alien, sondern diese kann auch nach unten weisen oder in 
anderer Weise orientiert sein. 

15 Anhand der folgenden Tabelle wird eine Abschatzung von typischen 

Parametern der Messung vorgenommen: 
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1) Signalstarke: 
Signalstarke 
Hochster Modenindex 
Hochster ungestorter Modus 
Detektiertes Signal 

2) Lichtstreuung: 

Effektive Dichte der streuenden Luftschicht 
Signal zuriickgestreut durch Luft 

3) Modenfilter: 
Unterdriickung 
Spektrale Breite (FWHM) 

4) Rauschen: 
Untergrundstarke 
Untergrundrauschen (rms) 

5) MeBgeschwindigkeit: 
MeBzeit pro Oberflache 
Rotationsgeschwindigkeit des Wafers 



I t =10' 4 W 
N^llOO 
1^1^=8 
TiI t =7*10" 7 W 

F 1 =2,5*10 -7 
2Av haIf =20 MHz 



jrfloF^lO -7 W 
AI^IO' 9 W 



Twaf=l h 

Q/27C=2000 rpm 



Das Signal-Rausch-Verhaltnis (SNR) fur diese Parameter liegt bei 700. Weil 
dieses proportional zur ftinften Potenz der DefektgroBe ist, kann bei SNR=1 noch ein 
5 Teilchen von 16 nm Erstreckung detektiert werden. 



10 



Es versteht sich, daB mit der erfindungsgemaBen Vorrichtung nicht nur Wafer 
14, sondern auch beliebige andere Halbleiter - oder andere Oberflachen untersucht werden 
k6nnen, etwa Substrate mit diinnen Schichten, Oberflachen von optischen oder magnetischen 
Speichermedien, CDs, DVDs, Masken fur das Aufbringen von Halbleiterstrukturen. 
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1 • Vorrichtung zur Oberflachenuntersuchung, insbesondere zur Untersuchung der 

Oberflache(n) (10) eines oder mehrerer Halbleiter (14), wobei die Vorrichtung zumindest 
eine Laserlichtquelle (1) und einen Detektor (28) fur von der zu untersuchenden Oberflache 
(10) zuriickgeworfenes Licht (13) umfaBt, dadurch gekennzeichnet daB die Vorrichtung 
zumindest einen dem zuruckgeworfenen Licht (13) zugeordneten Modenfilter (15;15.1) 
umfaBt. 



10 



2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet daB der Modenfilter 

(15;15.1) im zuruckgeworfenen Licht (13) den Modus unterdrtickt, der dem Modus der 
Laserlichtquelle (1) entspricht. 



15 



3. Vorrichtung nach einem der Anspriiche 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet . 
daB die Vorrichtung einen Strahlteiler (21) umfaBt, durch den ein Lichtstrahl (13) in 
zumindest zwei miteinander interferierende Teilstrahlen (13.2;13.3) aufgespalten wird. 

4. Vorrichtung nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet . daB einer der 
Teilstrahlen (13.3) eine Einrichtung (22) zur modenselektiven Phasenverschiebung 
durchlauft. 



20 5 - Vorrichtung nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet daB die Einrichtung 

(22) eine Phasenverschiebung eines Modus urn insgesamt 180° zusammen mit dem 
Wegunterschied bewirkt und dadurch die Teilstrahlen (13.2;13.3) bezuglich dieses Modus 
destruktiv interferieren. 

25 6. Vorrichtung nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet . daB zur 

Phasenverschiebung um 180° eine nach dem System der Guoy-Phase wirkende 
Linsenanordnung (26;27) vorgesehen ist. 
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7. Modenfilter zur Unterdriickung von einem oder mehreren in einem Lichtstrahl 

(13) enthaltenen Moden, dadurch gekennzeichnet daB der Modenfilter (15.1) nach dem 
Prinzip der Guoy-Phase wirkt. 



5 8. Modenfilter nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet , daB hierfiir im 

Modenfilter (15.1) eine Strahlteilung bewirkt ist und einer der Teilstrahlen (13.3) eine 
phasenumkehrende Einrichtung (22) mit zwei Sammellinsen (26;27), in deren Brennpunkt 
(F4) eine Phasenverschiebung erreicht ist, vorgesehen ist. 

10 9. Verfahren zur Oberflachenuntersuchung, insbesondere zur Untersuchung der 

Oberflache(n) eines oder mehrerer Halbleiter, wobei die Oberflache mittels zumindest einer 
Laserlichtquelle bestrahlt und das von der zu untersuchenden Oberflache zuriickgeworfene 
Licht in zumindest einem Detektor erfaBt wird, dadurch gekennzeichnet , daB die 
Laserlichtquelle Licht von einem definierten Modus aussendet und das von der Oberflache 

15 zuriickgeworfene Licht durch einen Modenfilter geleitet wird. 

10. Verfahren nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet , daB der Modenfilter 

den Modus der Laserlichtquelle unterdriickt und bei den Modus nicht beeinflussender 
Reflektion kein Signal detektiert wird. 
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A device for examining surfaces, particularly for examining a surface of a 
semiconductor (14), in which the device comprises at least a laser light source (1) and a 
detector for detecting the light (13) returned from the surface (10) to be examined, the device 
further comprising at least a mode filter (15;15.1) for filtering the reflected light. 
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